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Силановая технология широко применяется  для получения полупроводникового кремния высокой степени чистоты [1]. Для решения актуальной в последние годы задачи получения изотопно и химически чистых кристаллов кремния, необходимо было обеспечить контроль качества исходного продукта - моносилана. 
Характеристики полупроводникового кремния определяются в основном примесным составом высокочистого моносилана. Наиболее важными примесями являются углерод и элементы III и V групп Периодической системы. Для определения содержания примесей в моносилане применяется газовая хроматография, однако пределы обнаружения этого метода  недостаточны для анализа высокочистого моносилана [2]. Примесный состав моносилана характеризуется примесным составом осажденного из него поликристалла кремния, определение примесей в котором затруднено из-за большого количества межзеренных границ и отсутствия надежных  и чувствительных методов анализа. Поэтому более информативной является оценка качества моносилана по результатам анализа контрольного монокристалла кремния. Получение контрольных образцов малой массы из отобранной пробы моносилана, позволяют экономично расходовать сырье и при повышенном содержании примесей применить дополнительные стадии очистки силана, что особенно важно при получении дорогостоящего изотопно-обогащенного кремния. 
В работе предложена методика, которая  включает следующие этапы:
- получение образца поликристаллического кремния  по реакции гетерогенного разложения моносилана природного изотопного состава и обогащенного изотопом 28Si (99,99%);  
- выращивание контрольного монокристалла одним проходом расплавленной зоны; 
- анализ контрольного монокристалла методом ИК-спектроскопии.  

На стадиях получения поликристаллического кремния и выращивания  контрольного монокристалла методом бестигельной зонной плавки особое внимание уделялось минимизации возможности поступления примесей из материала аппаратуры в кремний при проведении этих процессов. 

Из разных частей по длине монокристаллического слитка высокочистого кремния вырезали образцы в виде плоскопараллельных пластин. ИК- спектроскопическое определение углерода и электроактивных примесей проводилось при комнатной и гелиевой температурах. 
Концентрацию примесей в поликристалле вычисляли, используя результаты определения их содержания в контрольных образцах монокристаллов, данные о значении  коэффициентов распределения примесей в системе жидкость-твердое тело, координате образца по длине слитка и уравнение Пфанна [3]. Переложенная методика позволяет оценить содержание примесей III и V групп и углерода в высокочистом моносилане на уровне  10-9 – 10-6 %.
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